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市场规模与价格波动
2026年全球存储芯片行业迎来历史性转折，市场规

模与价格双双爆发，进入由AI主导的超级景气周期

，彻底颠覆了传统周期逻辑。



全球存储芯片市场规模预计在2026年突破1800亿美元，同比增长超40%，正式迈入由AI算力

驱动的全新增长周期。

2026年全球存储芯片整体市场规模预计将达到1800亿美元，同比增速突破40%，创下近十年最高增长纪录。

市场规模突破1800亿1

与过去依赖消费电子的平稳增长不同，本轮增长的核心驱动力是AI算力需求，其确定性更强、增速更高。

增长动力结构分化2

存储芯片占全球半导体市场的份额预计将达到30.2%，超越晶圆代工，成为半导体领域占比最高的细分品类。

行业地位显著提升3

市场规模爆发式增长



DRAM作为存储核心品类，2026年一季度全球合约价格环比涨幅突破90%，部分主流颗粒价格
实现数倍增长，创成熟半导体品类罕见记录。

1

一季度环比涨90%+

2026年第一季度，全球DRAM合约价格环比涨

幅已突破90%，市场呈现供不应求的极端紧张局

面。

2

部分型号单月翻倍

部分主流DDR5高速颗粒价格从年初的4.68美元

暴涨至34.08美元，单月涨幅突破100%，价格

实现跨越式飙升。

3

全年涨幅预期超250%

预计2026年全年DRAM市场整体价格涨幅将达

到250%-280%，细分市场规模有望突破1100亿

美元。

DRAM价格历史性暴涨



NAND闪存市场涨价节奏与DRAM同步共振，企业级高端产品涨幅更为突出，一季度价格环比
整体涨幅区间维持在55%-90%。

01

2026年Q1全球NAND闪存合同价格普遍上涨，其中高端企业

级型号价格涨幅逼近100%，供需矛盾集中爆发。

一季度环比涨55%-90%

02

适配AI数据中心、高端服务器的高容量企业级NAND型号价格

涨幅最为显著，高端产能紧缺局面彻底爆发。

企业级产品涨幅领先

03

预计2026年Q2 NAND闪存价格将延续强势，预计再度上涨

70%-75%，涨价趋势贯穿上半年且无回落迹象。

二季度预计再涨70%+

NAND闪存同步飙升



本轮涨价的核心底层逻辑是供需格局的极端失衡，2026年全球存储芯片整体供
需缺口创下近十五年新高，结构性紧缺特征极其显著。

1

DRAM供需缺口达

4.9%

全球DRAM市场全年供需缺口预

计达到4.9%，作为AI服务器核心

配套的HBM供需缺口更是高达

5.1%。

2

NAND供需缺口超

4.2%

常规消费级与企业级NAND闪存

的供需缺口预计为4.2%，高端企

业级SSD产能尤其紧张。

3

头部产能完全锁定

三星、SK海力士、美光三大巨头

已宣布2026年全年产能100%售

罄，无任何空余产能承接市场新

增需求。

4

中小客户“一货难求

”

数量庞大的中小终端厂商面临“

有钱也买不到货”的困境，市场

现货稀缺、期货排期大幅拉长。

史诗级供需失衡



供需格局重构
本轮超级周期的根本原因在于AI需求爆发与厂商产

能战略转移的叠加效应，导致行业供需格局发生结

构性重构，告别传统周期逻辑。



AI算力产业的爆发式增长彻底颠覆了行业原有需求结构，从传统消费电子驱动转向AI算力驱动
，成为本轮涨价的核心引擎。

单台AI训练服务器的DRAM配置量是传统服务器的8-10倍，NAND闪存用量达到3倍以上，存储成本占比从20%

飙升至35%。

AI服务器需求激增1

全球70%以上的先进制程存储产能被头部AI数据中心锁定，谷歌、微软、阿里等巨头已完成全年产能提前锁单。

头部企业锁定产能2

AI产业重心从模型训练向推理场景规模化落地转移，将带来更持续、更普惠的存储需求，进一步加剧行业供需矛

盾。

AI推理场景爆发3

AI算力重塑需求



面对AI需求爆发，三大存储寡头并未扩产增收，反而采取逆周期减产、高端化转型的经营策略
，主动收缩传统产能，加剧行业短缺。

三星SK海力士减产

三星将NAND闪存年度晶圆产量从490万片

下调至468万片，SK海力士从190万片下调

至170万片，合计减产6.2%。

01

扩产节奏远慢需求

2026年全球DRAM行业资本支出同比增长仅

14%，远低于历史景气周期30%-50%的水平

，无法匹配爆发式需求。

02

产线升级挤压供给

原厂持续推进产线升级，淘汰老旧DDR4产

线，将资源全面转移至HBM、DDR5等高端

产线，导致消费级供给持续收缩。

03

厂商逆周期减产



产业链传导效应
存储芯片作为核心元器件，其价格暴涨的压力正沿

着产业链条自上而下传导，深刻影响着从上游原厂

到终端消费市场的每一个环节。



全球存储芯片上游呈现高度寡头垄断格局，三大国际巨头牢牢掌控全球供给与定
价话语权，并进一步强化其垄断优势。

DRAM市场垄断超95%

三星、SK海力士、美光合计占据全球DRAM市

场95%以上的份额，在NAND闪存市场合计份

额也接近70%。

01

产能分配向头部倾斜

原厂产能分配全面向谷歌、微软、阿里等头部AI

大客户倾斜，优先保障高端存储订单，压缩中小

客户订单。

02

行业马太效应加剧

头部AI巨头货源充足，中小厂商则面临价格暴涨

、交付延期、缺货断供等一系列问题，生存空间

被持续压缩。

03

上游原厂寡头垄断



在行业高景气、产品涨价、国产替代加速的多重红利叠加下，国内存储中游封测
、模组制造企业迎来历史性业绩爆发期。

2026年国内存储封测行业市场规模预计突

破150亿美元，同比增速超过50%，远高

于全球平均水平。

国产企业高速增长

01

头部企业佰维存储一季度净利润高达

28.99亿元，同比暴增341%，业绩创行业

标杆，主要受益于AI算力产业爆发。

佰维存储净利润暴增

02

佰维存储的爆发并非个例，国内一众存储

封测、模组厂商均同步受益于行业缺货涨

价与海外订单转移，利润水平大幅提升。

业绩增长成行业缩影

03

中游封测业绩爆发



上游存储芯片价格暴涨的成本已全面传导至手机、PC、笔记本等终端消费市场

，消费电子行业正式进入“高成本、高售价”的新阶段。

终端产品集体涨价

2026年开年以来，国内主流中端智能手机

集体涨价200-400元，PC市场的内存条、

SSD价格也持续走高。

01

头部厂商预警涨价

小米集团创始人雷军公开表示，未来两年

内存、闪存价格将持续上涨，手机售价必

然同步上涨，消费电子涨价是长期趋势。

02

消费者成本显著增加

终端涨价直接增加了消费者的购机成本，

市场普遍调侃“内存比黄金更保值”，行

业进入高成本时代。

03

终端市场全面涨价



行业风险与挑战
本轮超级周期在带来巨大机遇的同时，也暴露了全

球存储产业的深层次矛盾与系统性风险，行业未来

发展面临多重挑战。



全球存储产业高度集中，行业发展高度依赖少数海外巨头，供应链稳定性、安全
性、抗风险能力存在显著短板。

三大原厂主导市场
三星、SK海力士、美光的产能调整与定价策略直接决定

了全球市场的供给格局与价格走势，行业缺乏有效制衡

力量。
1

地缘政治冲击显著
全球地缘政治局势复杂多变，国际贸易壁垒、技术制裁

等风险频发，一旦出现突发状况，全球供应链将面临剧

烈冲击。
2

中小客户抗风险弱
行业供应链分层明显，中小客户无稳定货源渠道，只能

被动接受价格上涨、交付延期的现状，整体抗风险能力

偏弱。
3

供应链高度集中风险



原厂资源向高端产品倾斜，导致行业出现“高端产能逐步过剩、低端产能持续紧缺”的结构性
产能错配矛盾。

高端产能高速扩容

三大原厂将绝大部分资源投向HBM、高端企

业级SSD等高附加值产品，高端产能同比增

长超60%。

低端产能持续收缩

传统DDR4、消费级NAND等通用型存储产品

的扩产动力严重不足，产能增速不足10%，

导致消费级市场短缺问题持续加剧。

行业波动幅度放大

结构性错配导致行业供需波动幅度持续放大，

彻底告别传统平稳周期，进入高波动、强分化

的发展阶段。

产能结构性错配



存储芯片价格持续上行，导致终端产品售价走高，将反过来压制终端消费需求的
释放，对存量市场形成明显冲击。

终端涨价抑制消费
手机、PC等终端产品价格持续走高，直接压制了消费者的换机意愿，加剧了终端需求疲软

态势。1

形成反向循环逻辑
行业可能形成“芯片价格上涨—终端产品涨价—消费需求下滑—终端库存积压—芯片价格

回落”的反向循环，超级周期存在阶段性反转风险。2

终端需求抑制风险



未来趋势展望
展望未来，AI驱动的结构性分化、国产替代的加速

推进以及全球供应链的重构将成为行业发展的核心

主线，技术创新仍是竞争关键。



未来数年，适配AI算力场景的高端存储产品将持续处于供不应求的紧缺状态，而传统消费级存
储将持续面临双重压力。

高端存储持续紧缺

HBM高带宽内存、企业级大容量SSD等高端产品将成为行业营收与利润

增长的核心引擎，价格与毛利率维持高位。

01

消费级市场承压

传统消费级存储产品将持续面临需求疲软、产能收缩、价格高波动的双重

压力，行业结构性分化行情将长期延续。

02

结构性分化持续



以长江存储、长鑫存储为代表的国产核心晶圆厂商将持续突破，国内存储产业链
的技术自主性与市场话语权将持续提升。

1
国产力量持续崛起

长江存储全球NAND份额已突破13%，长鑫存储在DRAM领域加速突破，国产替代将贯穿

未来数年行业发展全程。

2
打破国际垄断格局

国内企业将逐步打破三星、美光等国际寡头的垄断，构建更加安全、可控的本土化供应链

体系。

国产替代全面加速



在多重风险驱动下，全球上下游企业将高度重视供应链安全建设，彻底改变
单一依赖海外三大原厂的采购模式。

01

多元化采购策略

企业将通过多源采购、国产替代、区域化产能布

局、战略合作锁产等多种方式，降低单一供应链

风险。

02

提升全球供应链韧性

构建更加稳定、更具抗风险能力的全球存储供应

链体系，成为行业长期发展的必然趋势。

供应链安全成主流



未来存储技术研发
方向将告别单纯的
制程微缩，转向带
宽提升、功耗降低
、密度升级三大核
心赛道，先进封装
成为竞争焦点。

研发方向全面升级
技术迭代向高带宽、低功耗、高密度方向集中，3D NAND堆叠

层数持续突破，HBM技术快速迭代。

先进封装成竞争核心
先进封装技术将成为国内外厂商差异化竞争的核心赛道，其技术

壁垒将决定企业的长期行业地位。

技术迭代聚焦核心
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